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摘 要

對於高介電絕緣層材料而言，漏電流特性是一項非常重要，且值得去研究的主題，但是截至目前為止，相關研究較少，特

別是以Sol-Gel 法製備TiO2奈米薄膜漏電特性的研究，更是付之闕如。也因此，我們在本篇論文中針對此特性研究，我們

將研究TiO2奈米薄膜的各種特性，包括改變TiO2溶液配方的pH值、熱處理溫度、及薄膜厚度等。並使用spin coating將薄

膜旋塗於ITO玻璃基板上，經由高溫爐管退火後，分析其薄膜表面結構的各種特性與電性量測。實驗架構大致分為薄膜表

面微結構分析、薄膜元件量測及薄膜光學及穿透率量測等三個部份。 本實驗以鈦(IV)的烷氧化合物(alkoxide)經由溶膠-凝

膠(Sol-Gel)法，製備二氧化鈦溶液，利用醋酸和異丙醇經由酯化反應產生的水，與鈦的烷氧化物進水解反應，可以降低醇

氧化合物的高水解速度，避免快速沉澱的產生，可以製備出均勻(homogeneous)相的二氧化鈦溶膠。由TEM及SEM量測顯

示出Sol-Gel所製備出的顆粒大小在15-25nm，薄膜表面極為平整緻密，經由XRD可以證實為brookite晶型之TiO2 ，退火溫

度550℃時，顯示良好的結晶方向，與有最好的薄膜結構。 電性量?方面，我們以鋁(Al)作為二氧化鈦薄膜元件的點電極，

對薄膜元件進行I-V漏電流及C-V介電量?，為了瞭解漏電流特性和薄膜退火溫度、薄膜厚度間的關係，我們改變不同的退

火溫度，200℃到600℃，及不同的薄膜厚度、溶液pH值。從實驗結果得知退火溫度在550℃，膜厚4層(7.53um)時有最小的

漏電流1.2×10-8A，最主要是該厚度下的TiO2奈米薄膜具有較佳的結晶性及最平坦的表由此可知成長溫度、膜厚與溶

液pH值皆會影響漏電流，另一方面,我們也發現經由高溫爐管退火後,可有效的減少TiO2的漏電流，主要是因為處理過程中

，有效彌補氧的空缺。 二氧化鈦不僅有著化學性質與物理性質穩定的特性，另外的優點就是光學性質，(光傳導性、反射

性、折射率等，且二氧化鈦有良好的吸收率，實驗中利用UV-Vis可以量測出薄膜的UV-Vis紫外光吸收率為80﹪。
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